
10 単一電子を利用した確率的動作パターン認識回路

～単一電子の動きを知り、活用する～

単一電子を1bitとする超低消費電力回路の実現

を目指しています。これはナノ・スケールのシリコ
ン・トランジスタを用いて、単一の電子を転送し、
それを正確に検出することで実現できます。単一
電子のランダムな動きを利用すると、回路に柔軟
性を持たせることが可能となり、脳のような効率
的な情報処理が期待できます。

室温で単一電子の転送と検出が出来るため、トラ
ンジスタに流れる単一電子のランダムな動き
(ショット・ノイズ)の詳細な分析が可能となり、その
機構を明らかにしました。またショット・ノイズを自
然乱数として利用することで、柔軟性のあるパ
ターン認識回路を実現しました。

トランジスタのショット・ノイズを利用することで、
シンプルな回路構成で高品質かつ高速な乱数
発生を実現できます。これにより柔軟で効率的
な情報処理を行う、新しいタイプの回路が期待
できます。また、これまで観測が困難とされてい
たショット・ノイズの詳細な分析は学術的にも重
要な知見を得ることが出来ます。

西口 克彦 knishi50@aecl.ntt.co.jp

単一電子転送と検出
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を組み合わせ、素子構造を最適化す
ることで、室温で単一電子の転送と検
出をすることが可能になりました。 dt [s]
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電子転送の高い制御性
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熱活性型電子伝導
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温度に比例
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柔軟性を持ったパターン認識回路
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